[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores

Transistor TBJ

Transistor TBJ: Calculo de Beta



Dado un TBJ cuyos parametros de fabricacion son N, =2 x10%¥ cm=; N, = 107 cm?3,

N, =8x10"cm=; W, =200 nm; W_=300nm; W_=1.5pum. Elerror en la determinacién
de los dopajes es del 50% y la resolucién en las profundidades (W) es £ 20 nm. Debido a las
caracteristicas del proceso de fabricacién, se tiene que cuando W, es maximo, entonces W,

es minimo, y viceversa.
« Hallar el maximo y minimo valor de B, (A,,) para un transistor construido con este proceso.
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Hoja de datos de un TBJ NPN

—_ - = -y — = = - = =

heg DC current gain lc=2mA; Ve =5V,
BC546A: BC547A; BC548A see Figs 2, 3 and 4 110 |180 |[220
_BG546B; BGS47B; BCo48B | 200___1290 __ 1450 __
i BC547C: BC548C 420 |520 |800
B = o)1= oY - 1 Y I 1) R DS 800
BC546 110 |- 450
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;(Qué tipo de transistor es el del problema?

Emisor

—» N =2x10"cm> — N

Base

—» N, =10"Ycm> —» P

Colector

—» N, =8x10"cm> —» N
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:Como me puedo acordar la formula de 5?

Es la corriente de difusion de minoritarios en la base (electrones)

A (proporcionala D) (inverso al dopaje)

M
Pr :® =0 V4
I, N% oW

(el gradiente es inverso al ancho)
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:Como me puedo acordar la formula de 5?

I N, W

/3’ —_C — D® ®v
C @y CC )
|

(proporcionala D) (inverso al dopaje)

(el gradiente es inverso al ancho)

Es la corriente de difusion de minoritarios en la emisor (huecos)
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:Como me puedo acordar la formula de 5?

Por la relacion
de Einstein
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:Como obtengo los datos para resolver?

(ND,mm =1x10®¥cm3
Emisor 9 N <
by = 3% 10 cm3
~
L, =05x10Y cm™
Base - P <
mex = 1.5 %10V cm™3
=12 x10* cm3
Colector

=4 x10% cm3

Tansistor Bipolar de Juntura
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:Como obtengo los datos para resolver?

-~
ND’m,.n =1x10®cm3
ND,maX =3x10¥cm3
-~
NA,m/'n =0.5x10" cm™3
NA,max =1.5x10Y cm3

Emisor % N <
Base — P <
Colector

=4 x10% cm3

= 12x10"%cm™

<

<

(" u, .~ 290 cm?/Vs

~ 160 cm?/Vs

pp,min

~ 175 cm?/Vs

pn,max

\_Homax ™ 100 cm?/Vs

" M min ~ 860 cm?/Vs

~ 373 cm?/Vs

l"Ip,min

~ 650 cm?/Vs

pn,max

< Mo max ™ 280 cm?/Vs

~
We o = 320 nm
We ... =280 nm
=
W o = 220 NM
Wy ., =180 nm
<
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:Cuando Fes maximo?

=3x108cm3 —p ~ 100 cm?/Vs

___________________________ D, max “ p,max

ﬁ :.;:::::‘_:::::::'.'_'_"_'_'.'_'_'.'_'_'_'_; B
D, N s W \ \Wﬁmax =320nm
/
VY N, .,=05x10"cm= — p_ . ~860cm?*Vs
Minimos <
W, . =180 nm
L :
860X 30X 320
x— =917.33
Prmi=100%0.5x 180
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:Cuando Fes minimo?

r
___________________________ N, m=1x10%cm=  — p . ~160 cm?/Vs
B U, 5N p g W g —> Minimos <
F —MpENABWB W, . =280nm
..... B e i L \
N\ -
VY N, o = 1.5%x107cm=> — p_  ~ 650 cm?/Vs
Maximos <
WB/maX =220 nm
.
; ~ 650X%x10Xx280 —a45
F.min™ 160%1.5%220 '
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Resumen

—_— —_——- - = — == - = =

hre

DC current gain

lc=2mA; Vce=5V,;

BC546A; BC547A; BC548A see Figs 2, 3 and 4 110 |180 |220
BC546B; BC547B; BC548B 200 [290 |450
BC547C; BC548C 420 |520 |800
BC547; BC548 110 |- 800
BC546 110 |- 450
LW - rrallartAar_amittar ceatniratinn vnaltana l o — 1N A I N E mA an RN m\Jf
Calculado en el gjercicio 345 ? 917

;Se animan a calcular el valor tipico?
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Bonus Track: ;Como calculo el 5de un PNP?

Es la corriente de difusion de minoritarios en la base (huecos)

A

Es la corriente de difusion de minoritarios en la emisor (electrones)
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